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Metoda depozice atomárních vrstev (ALD, z angl. 

Atomic Layer Depozition, případně PEADL – Plasma 

Enhanced ALD) představuje v současnosti patrně 

nejpřesnější metodu přípravy ultra-tenkých filmů 

náležící do skupiny metod chemické depozice z par 

(CVD, z anglického Chemical Vapour Deposition). 

Depozice metodou ALD má tzv. binární charakter: 

substrát je cyklicky exponován dvěma prekurzory, na 

základě jejichž samo-se-ukončující reakce dochází 

k postupnému budování výsledného filmu „vrstva po 

vrstvě“. Předností medody ALD ve srovnání s 

ostatními metodami je tedy extrémní (sub-

angstroemová) přesnost v tloušťce deponované 

vrstvy a její uniformita i v případě velmi nerovných 

povrchů (s poměrem výšky ku šířce nerovností až 

v řádu 1000). Od roku 2017 je metoda ALD zařazena 

mezi standardní metody používané při průmyslové 

výrobě mikročipů.   

Na KIPL FJFI ČVUT v Praze je depoziční aparatura 

PEALD RS-200 (Picosun, Finsko) instalována 

v Laboratoři aplikované fotoniky a kvantových 

technologií (LAPQT) jako součást depozičního klastru 

složeného dále z depoziční aparatury IJD (z anglického 

Ionized Jet Deposition, depozice ionizační tryskou) a 

propojovacího rukavicového boxu s inertní 

atmosférou.  

 
 

Hlavními skupinami materiálů, na které je v současné 

době  aplikace ALD v LAPQT zaměřena, jsou 

dielektrika (Al2O3, TiO2, SiO2) a potenciálně též 

plasmonické kovy (Ag, Au, Cu). Bakalářský projekt 

bude zaměřen na seznámení se s teoretickými 

základy a experimentálními detaily metody ALD,  

aplikaci metody k přípravě zvolených vrstevných 

systémů a následnou charakterizaci jejich reálné 

struktury a  fyzikálních vlastnost
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